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В пространстве C3 комплексных переменных 
x,y,z рассмотрим уравнение
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где a(x,y) и b(x,y)  – аналитические функции, 
принимающие вещественные значения 
при вещественных значениях независимых 
переменных x,y, и при вещественных зна-

чениях x,y,z уравнение эллиптично. Пусть 
коэффициенты a(x,y) и b(x,y) аналитичны 
в некоторой области голоморфности B из 
пространства C2 независимых комплексных 
переменных x,y.

Для уравнения (1) рассмотрим задачу Коши 
в следующей постановке: найти голоморфное 
решение u уравнения (1), удовлетворяющее 
начальным условиям
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где функция f(x,y) голоморфна в круговом 
бицилиндре { }1 2: ,D x r y r< < , лежащем в B.

Для решения этой задачи получено следую-
щее представление
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где интегрирование совершается по остову 1 2Γ × Γ  границы бицилиндра D.
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Твёрдые растворы титаната бария-строн-
ция (Ba,Sr)Tio3 (BST) обладают сегнетоэлек-
трическими свойствами при комнатной темпе-
ратуре, что даёт возможность конструировать 
управляемые микроэлектронные устройства на 
их основе. Такие устройства характеризуются 
низкими диэлектрическими потерями, низким 
током утечки, отсутствием проблем усталости 
и старения материала. Среди твёрдых растворов 
титаната бария состав (Ba,Sr)Tio3 отличается 
наименьшим размытием структурного фазово-
го перехода, что делает его наиболее удобным 
материалом для промышленного производства 
конденсаторов интегральных микросхем и дру-
гой микро- и наносистемной техники. Так, высо-
кий коэффициент преломления и возможность 

эффективного воздействия на оптические и ди-
электрические свойства тонких пленок (Ba,Sr)
Tio3 путём планарного переключения позволя-
ют использовать этот материал для разработки 
активных волноводов, а также электрооптиче-
ских модуляторов, включая фотонно-кристал-
лические [6]. С помощью внешнего электриче-
ского поля легко осуществляется управление 
поляризацией диэлектрика [10], что открывает 
возможность управления диэлектрической про-
ницаемостью. Таким образом, плёнки титаната 
бария-стронция могут быть использованы в со-
временных оптических интегральных схемах 
для маршрутизации информационных потоков.

Задача облегчается тем, что в рамках фено-
менологической теории твердых растворов уда-
ется достаточно детально и с хорошей точно-
стью моделировать эмпирически наблюдаемые 
свойства образцов [8], что даёт возможность вы-
числения материальных констант для теорети-
ческих разработок прикладной направленности.

Разработка оптических интерфейсов в ин-
тегральных микросхемах представляет значи-
тельный практический интерес, поскольку они 
значительно менее чувствительны к помехам, 
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а также позволяют проводить бесконтактное 
тестирование полупроводниковых пластин не-
посредственно в процессе производства, что 
увеличивает процент выхода годных изделий. 
При этом нет потребности в каком-либо тео-
ретическом прорыве, принципиальный подход 
ясен, требуется лишь решить технологические 
проблемы скейлинга [1] при переходе к мень-
шим физическим размерам, обеспечить сверх-
малое энергопотребление, минимальное время 
релаксации, а также решить проблему интегра-
ции с кремниевой электроникой, базирующейся 
на матрицах пористой структуры [11]. Работы 
по решению этих актуальных проблем ведутся 
в том числе в филиале МГТУ МИРЭА в г. Дуб-
не, где уже получены патенты по теме форми-
рования сегнетоэлектрических пленок цирко-
ната-титаната свинца [2], что должно облегчить 
разработку аналогичного процесса для титаната 
бария-стронция.

При разработке методов получения плёнок 
BST необходимо учитывать, что их свойства не 
просто квалиметрически [5] отличаются от соот-
ветствующих объёмных материалов вследствие 
специфики фазовых переходов в гетероэпитак-
сиальных структурах на наноуровне [9], но и за-
висят от толщины слоя. Особенно существенно 
изменяются оптические свойства, имеется кор-
реляция между толщиной слоя и энергией основ-
ного межзонного перехода [7]. Эти особенности 
необходимо строго учитывать при разработке 
технологий, но именно они представляют осо-
бый интерес в плане управления свойствами со-
ответствующего элемента схемы электронного  
устройства.

Настоящая работа подготовлена в ходе 
научно-исследовательской работы студен-
тов [4] в соответствии с учебным планом, 
применяемым в филиале МГТУ МИРЭА  
в г. Дубне [3].
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Процесс принятия решения об инвести-
циях намного сложнее, чем может показаться 
на первый взгляд, поскольку существует поня-
тие неопределенности. Трудно предсказать из-
менение цен на ресурсы, и условий поставок. 
Также трудно прогнозировать изменение цен 
на производимую продукцию. Данное измене-
ние подвержено не только влиянию инфляции, 
но и конкуренции – ценовым и не ценовым ее 

факторам. Своеобразие инвестиционного вида 
деятельности связано с аккумулированием всех 
видов предпринимательских рисков в процес-
се реализации инвестиционного проекта. Ин-
вестиционные проекты, содержат комплексы 
экономических, технических, технологических, 
организационных, финансовых, кадровых про-
ектных решений, принимаемых в условиях не-
определенности, что обусловливает необходи-
мость достоверного учета уровня риска [1].

Принятие решений инвестиционного харак-
тера, как и любой другой вид управленческой 
деятельности, основывается на использовании 
различных формализованных и неформализо-
ванных методов. Степень их сочетания опреде-
ляется разными обстоятельствами, в том числе 


